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Guia 2. Ej 7: Se tiene una juntura P* N donde se sabe que sin potencial aplicado el maximo

valor alcanzado por el campo eléctrico es |Ey| = 10kV/cmy que Np = 4.5 x 101* cm™3.
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— Qg =@, '¢p = 718 mV Datos /

= 300K
= 1010 cm” -3

Np \ V = kT _o59my
— _ — th — .
P = Vin ln =277 my ﬁ/ L Np = 45 x 101% cm™3




- ¢B = ¢n - ¢p =718 mV Datos:

e T=300K
N e n; =100 cm3
D T
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— P =0, - ¢p = 718 mV Datos:

+ T =300K
N e n; =100 ¢cm3
D e v, =X
¢n = Ven In— =277 mV Ven =7 = 2>9mV

n; * Np=45x10" cm™3

¢p = ¢p, — ¢pp = —441mV

L Ny =n;exp <— &) = 25x%x10Y cm™3 \J/

N
1\lotemos que se cumple que N4, > Np /
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\—> Es un valor absurdo de ¢p.... B Omax=550 mv
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Para nuestro caso con N, = 4.5 x 10 cm™3:

Gpyax = 277mV — (=550mV) = 827 mV K 207V

Con ningun N, < 10%%cm™3 llego al campo maximo.

‘— El maximo valor seria N, = 1029 cm™3
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— Volvamos a la formula de |E}|:

— En principio suponemos que sigue siendo P*N. Despejando obtenemos ¢pg < 935 mV (< 1,1 V).
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c) Suponiendo ahora que Np = 107 ¢cm™3 ¢Cudl es maximo valor de N, que puede utilizarse
en la juntura? —

G
. Volvamos a la formula de | E|: /\/@z%/ SX\O Cn 2

— En principio suponemos que sigue siendo P*N. Despejando obtenemos ¢pg < 935 mV (< 1,1 V).

—> Con el nuevo valor de ¢, = 417 mV obtenemos ¢, = =533 mV

<1029 ¢m~3

Concentraciones altas de Ny y Np aumentan el campo en la juntura.



